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１．概要（Summary） 

シリコン基板の均一な厚さを利用した高精度平面電極

を作製するため、シリコン基板面上に作製した Ni のメッシ

ュ構造を残し、DeepRIE による深掘りで 400 µm の基板

を掘り抜いた。開口部は直径 12 mm と、広範囲での深掘

りになったがブラックシリコンの生成を抑えてのエッチング

が可能であった(Fig. 1)。 

 

２．実験（Experimental） 

Si 表面に Ni スパッタ面を形成、そこにレジストで

作製したメッシュパターンに従いスパッタ面上にメ

ッキを行い、シリコン基板上に網状の電極を形成する。 

両面アライナーにより、裏面に DeepRIE 用レジスト

パターンを作成し、それに従いシリコンのドライエッ

チングを行った。 

裏側からシリコン基板を抜き取り、シリコン厚み分

の均一な高さを持った電極を作製した。 

 

利用した装置 

・スパッタ： 芝浦メカトロニクス CFS-4ESII 

・両面アライナー： Suss MA6/BA6 

・Deep RIE： 住友精密 MUC-21 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Si 基板の広い範囲で、12 mm の円状に、400 µm の

厚みを掘り抜くことに成功した(Fig. 2)。深掘り速度、

基板の冷却状態を制御することによりブラックシリ

コンの生成を抑え、Ni スパッタ面でエッチストップ

するまで PMER レジスト膜にて耐えることを確認で

きた。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし。 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 

 

Fig. 1 SEM image of etched Si surface

(300 µm depth). 

 

Fig. 2 Etched Si wafer (4 inch) : its etching is

stopped with Ni sputter membrane (400 µm

depth). 


